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１．概要（Summary） 

強い光閉じ込めを実現可能な III-V-on-Insulator 基

板を用いて、超小型細線導波路光デバイスと III-V 

MOS トランジスタをモノリシック集積可能な III-V 

CMOS フォトニクスプラットフォームを新たに提案

し、研究を進めている。ナノテクプラットフォームで

提供されている MOCVD 装置を用いて作製を依頼し

た InPエピウェハをSi基板上に貼り合わせることで、

III-V-OI基板を実現し、このウェハ上に高性能・超小

型半導体レーザを実現するための研究を進めている。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 有機金属気相成長装置 

 

・実験方法 

ナノテクプラットフォームで提供されている  

有機金属気相成長装置を用いた作製を依頼した多重

量子井戸（MQW）構造を持つ InPエピウェハを用い

て、能動／受動光集積を実現するための量子井戸イン

ターミキシングの研究を進めた。ウェハボンディング

で作製した III-V-OI基板に対して、Pイオンを注入し

てアニールすることで量子井戸インターミキシング

を発生させ、MQWのバンドギャップシフトを PL 測

定により評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した III-V-OI基板に対して、P イオンを注入してミ

キシングした後に測定した PLスペクトルを Fig. 1に示す。

イオン注入をしていない領域においては、成長時の発光

を維持しているのに対して、イオン注入した領域において

は、PL 波長が約 100nm 程度シフトしていることが分かる。

この結果により、貼り合せ III-V-OI基板に対しても量子井

戸インターミキシングが可能であることを実証することに成

功した。一方で、III-V-OI 基板上におていは、InP 基板

上と比較して、ミキシングに必要な時間が長くなる傾向が

あることを実験的に見出した。 
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Fig. 1 PL spectra of III-V-OI wafer 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・文部科学省科研費若手 A 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 高島  成也、一宮  佑希、竹中  充、高木  信一 , 

「III-V-OI 基板上における量子井戸インターミキシ

ングの検討」，第 62回応用物理学会春季学術講演会，

12p-A17-15 , 2015年 3月 12日. 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 


